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(57)【要約】
【課題】発光効率が高く、且つ、輝度の高い有機発光Ｅ
Ｌ素子ならびに有機ＥＬ表示装置、およびそれらの製造
方法と製造装置を提供することである。
【解決手段】透明導電性電極と、該透明導電性電極に対
向する対向電極とを備えた有機ＥＬ発光素子において、
透明導電性電極に接するように電子輸送層を配置し、当
該電子輸送層上に、有機ＥＬ発光層、ホール輸送層、及
び、対向電極を、この順に積層されてなる有機ＥＬ発光
素子が得られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明導電性電極と、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前
記対向電極との間に設けられた有機ＥＬ発光層と、前記有機ＥＬ発光層に接するようにそ
の両面に設けられた電子輸送層とホール輸送層とを有する有機ＥＬ発光素子において、前
記透明導電性電極と前記電子輸送層と前記有機ＥＬ発光層と前記ホール輸送層と前記対向
電極とは、この順に積層されてなることを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項２】
　透明導電性電極と、該透明導電性電極上に設けられた電子輸送層と、該電子輸送層上に
設けられた有機ＥＬ発光層と、該有機ＥＬ発光層上に設けられたホール輸送層と、該ホー
ル輸送層上に設けられ仕事関数が４ｅＶ乃至６ｅＶの導電材料から成る対向電極とを含む
ことを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の有機ＥＬ発光素子において、前記透明導電性電極はＩＴＯを
含み、前記対向電極の導電材料はＣｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕのうち
の少なくとも一つを単体または合金として含むことを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、前記透明導電性電
極は透明基板上に設けられ、前記有機ＥＬ発光層からの発光は前記透明基板を経由して取
り出されることを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、前記対向電極が基
板上に設けられ、前記有機ＥＬ発光層からの発光は前記透明導電性電極を経由して取り出
されることを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、少なくとも前記有
機ＥＬ発光層を覆うように絶縁保護層が設けられ、さらに該絶縁保護層に接するように放
熱層が設けられたことを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項７】
　請求項６に記載の有機ＥＬ発光素子において、前記絶縁保護層はＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ
、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、ＡｌおよびＳｉの少なくとも一つの元素と窒素との化合物のう
ちの少なくとも一つからなり厚さが１００ｎｍ以下の窒化物膜を含むことを特徴とする有
機ＥＬ発光素子。
【請求項８】
　請求項７記載の有機ＥＬ発光素子において、前記窒化物膜は窒化シリコン、窒化チタン
、窒化タンタルおよび窒化アルミニウムの少なくとも一つから成ることを特徴とする有機
ＥＬ発光素子。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の有機ＥＬ発光素子において、前記窒化物膜は３０ｎｍ乃至５
０ｎｍの厚さを有することを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項１０】
　請求項６から９のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、前記絶縁保護層は
前記透明導電性電極と前記有機ＥＬ発光層と前記対向電極とを覆う絶縁層と該絶縁層を覆
う保護層とからなることを特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項１１】
　請求項６から１０のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、前記絶縁保護層
はマイクロ波励起プラズマを用いた低温気相成長により形成された窒化物膜を含むことを
特徴とする有機ＥＬ発光素子。
【請求項１２】
　請求項６から１１のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子において、前記絶縁保護層
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はＡｒ，Ｋｒ，Ｘｅからなる群から選ばれる元素の少なくとも一つを含むことを特徴とす
る有機ＥＬ発光素子。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一つに記載の有機ＥＬ発光素子を表示素子に用いたことを
特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項１４】
　透明導電性電極と、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前
記対向電極との間に設けられた発光層と、前記発光層に接するように設けられた電子輸送
層とホール輸送層と、少なくとも前記発光層を覆うように設けられた保護層と、該保護層
に接するように設けられた放熱層とを有する発光素子において、前記透明導電性電極と前
記電子輸送層と前記発光層と前記ホール輸送層と前記対向電極とは、この順に積層されて
なることを特徴とする発光素子。
【請求項１５】
　請求項１４記載の発光素子において、前記保護層と前記放熱層は同一材料からなる共通
層であることを特徴とする発光素子。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の発光素子において、前記発光層は有機化合物からなる発
光層であることを特徴とする発光素子。
【請求項１７】
　透明基板上に透明導電性電極を形成し、該透明導電性電極上に電子輸送層を設け、前記
電子輸送層上に発光層を形成し、前記発光層上にホール輸送層を設け、前記ホール輸送層
上に対向電極を設けることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項１８】
　基板上に対向電極を形成し、該対向電極上にホール輸送層を設け、前記ホール輸送層上
に発光層を形成し、前記発光層上に電子輸送層を設け、前記電子輸送層上に透明導電性電
極を設けることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の発光素子の製造方法において、前記透明導電性電極はＩ
ＴＯを含み、前記対向電極はＣｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕのうちの少
なくとも一つを単体または合金として含むことを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１７乃至１９のいずれか一つに記載の発光素子の製造方法において、少なくとも
前記発光層を覆うようにＡｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から選ばれるガスを主成分とするプ
ラズマを用いて保護層を成膜することを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の発光素子の製造方法において、該プラズマはマイクロ波励起プラズ
マであることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２２】
　請求項２０または２１に記載の発光素子の製造方法において、該成膜は低温気相成長に
よって行われることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の発光素子の製造方法において、該低温気相成長は１００℃以下で行
われることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の発光素子の製造方法において、該低温気相成長は室温で行われるこ
とを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の発光素子の製造方法において、該低温気相成長はプラズマによる加
熱を除き加熱せずに行われることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２６】
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　請求項１４から２５のいずれか一つに記載の製造方法により形成された発光素子を表示
素子として用いたことを特徴とする表示装置。
【請求項２７】
　請求項１７乃至１９のいずれか一つに記載の発光素子の製造方法において、少なくとも
前記発光層を覆うようにＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、ＡｌおよびＳｉ
の少なくとも一つの元素と窒素との化合物のうちの少なくとも一つからなり厚さが１００
ｎｍ以下の窒化物膜を形成することを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項２８】
　請求項２７記載の発光素子の製造方法において、前記窒化物膜は窒化シリコン、窒化チ
タン、窒化タンタルおよび窒化アルミニウムの少なくとも一つから成ることを特徴とする
発光素子の製造方法。
【請求項２９】
　マトリクス状に配置された複数のゲート線と、複数の信号線と、該ゲート線と該信号線
の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、透明導電性電極と、該透明導電性電極に
対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に設けられた有機ＥＬ発
光層と、少なくとも前記有機ＥＬ発光層を覆うように設けられた保護層と、該保護層に接
するように設けられた放熱層とを有する有機ＥＬ表示装置において、該スイッチング素子
はＴＦＴであり、ゲート線に接続されたゲート電極と、信号線に接続された信号線電極と
、前記透明導電性電極または前記対向電極に該ＴＦＴを覆う絶縁膜に形成されたコンタク
トホールを介して接続された画素電極と、を有し、前記有機ＥＬ発光層の両面に電子輸送
層とホール輸送層とを有し、前記透明導電性電極と前記電子輸送層と前記有機ＥＬ発光層
と前記ホール輸送層と前記対向電極とは、この順に積層されてなることを特徴とする有機
ＥＬ表示装置。
【請求項３０】
　基板上にマトリクス状に配置された複数のゲート線と、複数の信号線と、該ゲート線と
該信号線の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、透明導電性電極と、該透明導電
性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に設けられた有
機ＥＬ発光層と、少なくとも前記有機ＥＬ発光層を覆うように設けられた保護層と、該保
護層に接するように設けられた放熱層とを有し、該スイッチング素子はＴＦＴであり、ゲ
ート線に接続されたゲート電極と、信号線に接続された信号線電極と、前記透明導電性電
極または前記対向電極に接続された画素電極と、をさらに有し、前記ゲート線および前記
ゲート電極は、前記基板または前記基板に接する様に形成された絶縁膜に埋め込まれてい
る有機ＥＬ表示装置において、前記有機ＥＬ発光層の両面に電子輸送層とホール輸送層と
を有し、前記透明導電性電極と前記電子輸送層と前記有機ＥＬ発光層と前記ホール輸送層
と前記対向電極とは、この順に積層されてなることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３１】
　請求項２９または３０に記載の有機ＥＬ表示装置において、前記透明導電性電極はＩＴ
Ｏを含み、前記対向電極は仕事関数が４．０ｅＶから６．０ｅＶの導電材料を含むことを
特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３２】
　請求項２９、３０または３１に記載の有機ＥＬ表示装置において、前記保護層は厚さが
１００ｎｍ以下の窒化膜を含むことを特徴する有機ＥＬ表示装置。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の有機ＥＬ表示装置において、前記窒化膜はＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、
Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、Ａｌ、Ｓｉ、からなる群から選ばれる元素と窒素との化合物の少
なくとも一つであることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３４】
　請求項３２記載の有機ＥＬ表示装置において、前記窒化膜は窒化シリコン、窒化チタン
、窒化タンタルおよび窒化アルミニウムの少なくとも一つから成ることを特徴とする有機
ＥＬ表示装置。
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【請求項３５】
　請求項３２に記載の有機ＥＬ表示装置において、前記導電材料は仕事関数が４．８ｅＶ
から６ｅＶの金属または合金であることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３６】
　請求項２９または３０に記載の有機ＥＬ表示装置において、前記対向電極はＣｏ、Ｎｉ
、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、ＰｔおよびＡｕの少なくとも一つを単体または合金として含むこと
を特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３７】
　請求項１６に記載の発光素子において、前記対向電極は仕事関数が４．８ｅＶから６．
０ｅＶであることを特徴とする発光素子。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の発光素子において、前記対向電極はＣｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ
、ＰｔおよびＡｕの少なくとも一つを含むことを特徴とする発光素子。
【請求項３９】
　請求項１７または１８に記載の発光素子の製造方法において、前記対向電極は仕事関数
が４．８ｅＶから６．０ｅＶの導電材料からなることを特徴とする発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示素子とくに有機ＥＬ表示素子を含む発光素子に関し、特にこれら発光素
子の構造ならびに製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型でありながら、高輝度が得られるディスプレイとして、自発光型の有機ＥＬ
表示装置の研究が盛んに行われている。有機ＥＬ素子では発光層となる有機層を対向する
電極で挟持した構造をなしており、電極への電流のｏｎ／ｏｆｆにより発光を制御して表
示装置を構成する。表示装置にはパッシブマトリクス方式とアクティブマトリクス方式が
あり、前者はバックライトや比較的精細度の低い表示装置に用いられており、後者はテレ
ビやモニタなど比較的精細度の高い表示装置に用いられる。
【０００３】
　このような有機ＥＬ表示装置を構成する有機ＥＬ素子において、大きな課題となってい
るのが、発光層である有機層の寿命が短いことである。近年種々の研究により、発光時間
は長くなってきているが、例えばテレビやモニタとして用いる場合、現状の素子寿命はま
だ短く、連続点灯時には２０００～３０００時間で輝度が半減してしまう。素子寿命が短
い理由として、発光層である有機層への水分の浸入や、有機層形成後の加熱や素子の発熱
による熱的破壊が顕著であり、種々の改良が提案されている。
【０００４】
　特許文献１は有機層と金属層の２層または無機層と金属層の２層を含む多層構造からな
る保護膜を有することを特徴としている。
【０００５】
　また特許文献２は有機ＥＬ素子を形成する一方の電極上に、接着層を介して金属製の放
熱板を放熱部材として設けたことを特徴としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２７５６８０号公報
【特許文献２】特開２００２－３４３５５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　特許文献１において、保護膜として有機層と金属層の２層を採用した場合、有機層の熱
伝導率が低く、素子で発生した熱を十分に拡散、放出できない問題を生じてしまう。また
無機層と金属層の２層の場合、該文献に例示される無機保護膜を形成する半導体化合物と
してＳｉＯ２を採用した場合、ＳｉＯ２の熱伝導率が低く、素子で発生した熱を十分に拡
散、放出できないだけでなく、保護膜としても水分の浸入を充分に阻止できないという問
題がある。
【０００８】
　特許文献２によれば、放熱の問題は回避できるが、パッシブマトリクス構成となってい
る発光素子間の分離部分に空間が生じており、この部分に接着剤から発生した有機溶媒や
水分が残留したり、接着剤が混入したりすることで、最も重要な発光層の保護が確実に行
えず、素子の寿命が低下する問題を生じてしまっていた。
【０００９】
　さらに、前記保護膜の成膜方法は、一般的に有機層を分解しないような温度で行われる
ため、緻密な薄膜が形成できず、水分や有機物の透過を押さえるために数百ナノメートル
から数ミクロンの厚さの保護膜を形成しなければならず、熱抵抗が上昇し、素子温度が上
昇するため寿命が短くなる問題を生じてしまっていた。
【００１０】
　このように、有機ＥＬ素子および有機ＥＬ表示装置の長寿命化のためには、発光層、電
極層への水分、有機物の混入、素子での発熱の効率的な除去を行うことが必須であるにも
かかわらず、有効な手段は未だ提案されていない。
【００１１】
　本発明の他の課題として、従来ＩＴＯを代表とする透明導電性電極は仕事関数が低いた
めホール輸送層や有機ＥＬ層との仕事関数が適合せず、そのためバッフア層を設けている
が効率が悪く、これが発光効率の悪化、発光電圧の増大を招き、結果として動作中の熱の
増大、寿命の短縮を招いていた。従って、ホール輸送層や有機ＥＬ層の仕事関数に適合し
た電極を用いることが求められる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、寿命の長い有機ＥＬ素子ならびに有
機ＥＬ表示装置、およびそれらの製造方法と製造装置を提供するものであり、具体的には
以下に記述される。
【００１３】
　すなわち、本発明は透明導電性電極と、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記
透明導電性電極と前記対向電極との間に設けられた有機ＥＬ発光層と、前記有機ＥＬ発光
層に接するようにその両面に設けられた電子輸送層とホール輸送層とを有する有機ＥＬ発
光素子において、前記透明導電性電極と前記電子輸送層と前記有機ＥＬ発光層と前記ホー
ル輸送層と前記対向電極とは、この順に積層されてなることを特徴とする有機ＥＬ発光素
子を提供する。また本発明によれば、透明導電性電極と、該透明導電性電極上に設けられ
た電子輸送層と、該電子輸送層上に設けられた有機ＥＬ発光層と、該有機ＥＬ発光層上に
設けられたホール輸送層と、該ホール輸送層上に設けられ仕事関数が４ｅＶ乃至６ｅＶの
導電材料から成る対向電極とを含むことを特徴とする有機ＥＬ発光素子が得られる。前記
透明導電性電極はＩＴＯを含み、前記対向電極の導電材料はＣｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉ
ｒ、ＰｔおよびＡｕのうちの少なくとも一つを単体または合金として含むことが好ましい
。ＩＴＯは仕事関数が４．８ｅＶ程度であって、電子輸送層の仕事関数にマッチングし、
一方Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ等は有機ＥＬ層の仕事関数に適合する６
ｅＶ程度の仕事関数を有する。
【００１４】
　本発明の発光素子において、前記透明導電性電極は透明基板上に設けられ、前記有機Ｅ
Ｌ発光層からの発光は前記透明基板を経由して取り出されてもよいし、前記対向電極が基
板上に設けられ、前記有機ＥＬ発光層からの発光は前記透明導電性電極を経由して取り出
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されてもよい。
【００１５】
　さらに本発明では、少なくとも前記有機ＥＬ発光層を覆うように絶縁保護層が設けられ
、さらに該絶縁保護層に接するように放熱層が設けられたことを特徴とする有機ＥＬ発光
素子が得られる。前記絶縁保護層はＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、Ａｌ
およびＳｉの少なくとも一つの元素と窒素との化合物のうちの少なくとも一つからなり厚
さが１００ｎｍ以下の窒化物膜を含むのが好ましく、前記窒化物膜は窒化シリコン、窒化
チタン、窒化タンタルおよび窒化アルミニウムの少なくとも一つから成ることも好ましい
。窒化膜は酸化膜よりも緻密であるので、水分阻止効果も放熱効果も酸化膜に比べて優れ
ている。その厚さは薄いほど放熱効率が高くなるので、保護膜としての機能の許す限り薄
くすることが必要であり、その観点から１００ｎｍ以下、好ましくは３０ｎｍ乃至５０ｎ
ｍとする。絶縁保護層は前記対向電極を介して前記有機ＥＬ発光層を覆う絶縁層と該絶縁
層を覆う保護層とからなるようにしてもよく、とくに保護層が導電性の場合はこの構成が
必要である。
【００１６】
　本発明は有機ＥＬ素子以外の一般の表示素子にも適用可能であり、透明導電性電極と、
該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に設
けられた発光層と、少なくとも前記発光層を直接または間接に覆うように設けられた絶縁
保護層とを有する表示素子において、
　前記絶縁保護層はマイクロ波励起プラズマを用いた低温気相成長により形成された窒化
膜を含むことを特徴とする。前記窒化膜はＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ
、Ａｌ、Ｓｉ、からなる群から選ばれる元素と窒素との化合物の少なくとも一つであるこ
とが好ましい。前記絶縁保護層はＡｒ，Ｋｒ，Ｘｅからなる群から選ばれる元素を少なく
とも含むことも本発明の特徴である。
【００１７】
　また、本発明の表示素子の製造方法によれば、透明導電性電極と、当該透明導電性電極
と対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に設けられた発光層と
、少なくとも前記発光層を覆うように設けられた保護層とを有する発光素子の製造方法で
あって、該保護層をＡｒ、Ｋｒ、Ｘｅからなる群から選ばれるガスを主成分とするプラズ
マを用いて成膜することを特徴とする。該プラズマは高周波励起プラズマ、特にマイクロ
波励起プラズマであることが好ましい。該成膜は低温気相成長によって行われ、低温気相
成長は１００℃以下、好ましくは室温で行われる。該低温気相成長はプラズマによる加熱
を除き加熱せずに行われることが好ましい。
【００１８】
　また本発明によれば、マトリクス状に配置された複数のゲート線と、複数の信号線と、
該ゲート線と該信号線の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、透明導電性電極と
、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に
設けられた有機ＥＬ発光層と、前記有機ＥＬ発光層に接するように設けられた電子輸送層
とホール輸送層と、少なくとも前記有機ＥＬ発光層を覆うように設けられた保護層と、該
保護層に接するように設けられた放熱層とを有する有機ＥＬ表示装置において、該スイッ
チング素子はＴＦＴであり、ゲート線に接続されたゲート電極と、信号線に接続された信
号線電極と、前記透明導電性電極または前記対向電極に該ＴＦＴを覆う絶縁膜に形成され
たコンタクトホールを介して接続された画素電極と、を有し、前記透明導電性電極と前記
電子輸送層と前記有機ＥＬ発光層と前記ホール輸送層と前記対向電極とは、この順に積層
されてなることを特徴とする有機ＥＬ表示装置がえられる。
【００１９】
　あるいは、基板上にマトリクス状に配置された複数のゲート線と、複数の信号線と、該
ゲート線と該信号線の交差部付近に設けられたスイッチング素子と、透明導電性電極と、
該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前記対向電極との間に設
けられた有機ＥＬ発光層と、少なくとも前記有機ＥＬ発光層を覆うように設けられた保護
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層と、該保護層に接するように設けられた放熱層とを有する有機ＥＬ表示装置において、
該スイッチング素子はＴＦＴであり、ゲート線に接続されたゲート電極と、信号線に接続
された信号線電極と、前記透明導電性電極または前記対向電極に接続された画素電極と、
を有し、前記ゲート線および前記ゲート電極は、前記基板または前記基板に接する様に形
成された絶縁膜に埋め込まれていることを特徴とする有機ＥＬ表示装置が得られる。
【００２０】
　これらの有機ＥＬ表示装置において、前記保護層は厚さが１００ｎｍ以下の窒化膜を含
むことが好ましい。
【００２１】
　また本発明によれば、Ｋｒ、Ｘｅを主成分とするプラズマでスパッタ成膜することを特
徴とする導電性透明膜の製造方法が得られる。さらに本発明によれば、酸化インジウムお
よび酸化錫を含むターゲットを高周波励起プラズマによりスパッタしてＩＴＯ膜を形成す
る工程を含む導電性透明膜の製造方法であって、前記スパッタはＫｒおよびＸｅの少なく
とも一つを主成分とするプラズマで行うことを特徴とする導電性透明膜の製造方法が得ら
れる。
【００２２】
　さらに本発明は、マイクロ波励起プラズマにより窒化膜を気相成長する窒化膜形成方法
であって、前記気相成長はＡｒ、ＫｒおよびＸｅの少なくとも一つを主成分とするプラズ
マで行いかつ前記プラズマによる加熱を除き加熱せずに低温で行うことを特徴とする窒化
膜の形成方法をも提供する。前記マイクロ波励起プラズマ気相成長は、２段シャワープレ
ートを有するプラズマ処理装置で行い、上段のシャワープレートからはＡｒ、Ｋｒおよび
Ｘｅの少なくとも一つを含むガスを装置内に導入して前記プラズマを発生させ、下段シャ
ワープレートからは前記窒化膜の材料ガスを前記プラズマ内に導入することが好ましく、
また前記窒化膜の気相成長時に、被成膜部材に高周波を印加して前記被成膜部材の表面に
バイアス電位を与えることも好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕなどの高仕事関数材料を
透明電極に対向する陽極側対向電極として用いているため、有機ＥＬ素子におけるホール
注入効率を向上し、一般的に必要とされるホール注入層やバッファ層が不要となるため、
発光効率が向上し、以って輝度を向上することができる。さらに、発光層へのエネルギー
障壁が低減することにより、発熱量が低下し、有機ＥＬ素子の寿命を向上することができ
る。さらに、本発明によれば、有機ＥＬ発光層の保護層として、窒化物を用いるため、熱
伝導率が高く、薄膜でも水分や酸化性ガスの透過の無い、安定な保護層を得ることができ
、発光層での発熱を効率よく外部へ放出することが可能であるため、有機ＥＬ素子の寿命
を向上することができる。本発明の表示素子によれば、窒化物保護膜を低温気相成長で形
成するので、有機ＥＬ層のダメージを防ぐことができる。さらに、本発明の表示素子によ
れば、平坦構造の上に有機ＥＬ素子を形成することができるため成膜不良などが減り、素
子の寿命を向上することができる。さらに本発明の表示素子によれば、有機ＥＬの電極と
信号線を別々の配線層に配置できるため、表示面積を拡大することができ、画面輝度を向
上することができる。さらに本発明の表示素子によれば、有機ＥＬの電極と信号線を別々
の配線層に配置できるため、信号線と、有機ＥＬ素子の電極を別材料にできるため、信号
線の電気抵抗を低減でき、大型の表示装置を構成することができる。さらに本発明の表示
装置によれば、埋め込みゲート構造のＴＦＴが使用できるため、ＴＦＴ素子の半導体領域
を略平坦な構造することができ、ＴＦＴ素子の電流バラツキを低減することがでるため、
高品位な表示を実現しながら、有機ＥＬ素子の寿命バラツキを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例１に係るボトムエミッション型のパッシブ表
示素子の構造を示す断面図および平面図である。
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【図２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例２に係るトップエミッション型のパッシブ表
示素子の構造を示す断面図および平面図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例３のボトムエミッション型パッシブマトリク
ス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す断面図と平面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例４のトップエミッション型パッシブマトリク
ス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す断面図および平面図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例５のボトムエミッション型アクティブマトリ
クス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す断面図および平面図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例６に係る有機ＥＬ素子の一部を示す断面図お
よび平面図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例７のトップエミッション型アクティブマトリ
クス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す断面図および平面図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例８に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示す断面
図および平面図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例９に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示す断面
図および平面図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施例１０に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示
す断面図および平面図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例１１に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示す
断面図および平面図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例１２に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示す
断面図および平面図である。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例１３に係る有機ＥＬ表示装置の一部を示す
断面図および平面図である。
【図１４】本発明の実施例１４に係る放熱層の一例を示す断面図である。
【図１５】上記した実施例で使用した２段シャワープレート式マイクロ波励起高密度プラ
ズマ成膜装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２６】
　（実施例１）
　本発明の実施例１にかかる表示素子について、図１を用いて説明する。図１（ａ）及び
（ｂ）はボトムエミッション型のパッシブ表示素子の構造を示す断面図および平面図であ
り、透明基板と、透明基板上に形成された導電性透明電極と、該導電性透明電極上に積層
された有機層として、電子輸送層と発光層とホール輸送層と、該有機層上に積層された対
向電極と、これらを覆うように形成された保護層と、該保護層に接するように形成された
放熱層とからなる。透明基板としては、発光層から放射された光を透過する材料であれば
よく、本実施例ではガラス基板を用いた。対向電極は、有機層に接する面の仕事関数を高
め、素子へのホール注入効率を向上するために、高仕事関数材料であるＰｔ膜を用いた。
これにより、一般的に必要とされるホール注入層やバッファ層は不要となる。有機層は、
電子輸送層、発光層、ホール輸送層からなり、特に限定はされず、公知の材料のいずれを
使用しても、本発明の作用・効果が得られる。ホール輸送層は、発光層へのホールの移動
を効率よく行うとともに、対向電極からの電子が発光層を超えて透明導電性電極側へ移動
するのを抑制し、発光層における電子とホールとの再結合効率を高める役割を有するもの
である。ホール輸送層を構成する材料としては、特に限定されないが、たとえば１，１－
ビス（４－ジ－ｐアミノフェニル）シクロヘキサン、ガルバゾールおよびその誘導体、ト
リフェニルアミンおよびその誘導体などを使用することができる。発光層は、特に限定さ
れないが、ドーパントを含有したキノリノールアルミニウム錯体、ＤＰＶｉビフェニルな
どを使用することができる。用途に応じて、赤、緑、青の発光体を積層して用いてもよく
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、また、表示装置などにおいては、赤、緑、青の発光体をマトリクス状に配置して用いて
も良い。電子輸送層としては、シロール誘導体、シクロペンタジエン誘導体等を使用でき
る。対向電極を形成する材料は特に制限はないが、透明でありながら電子注入効率の高い
低仕事関数材料が好ましく、４．５乃至４．８ｅＶの仕事関数を有するＩＴＯ等を用いる
ことができる。有機ＥＬ発光層への水分や、酸化性ガス等の浸入を防ぐ保護層としては、
Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、Ａｌ、Ｓｉからなる群から選ばれる元素
の窒化物が好適である。熱抵抗を低減する点から薄いほうが好ましいが、水分や酸化性ガ
スなどの透過を抑えるために１０ｎｍから１００ｎｍ程度が好ましく、３０ｎｍから５０
ｎｍがより好ましい。保護層が上述の窒化物からなる場合、熱伝導率が高く、熱抵抗を低
減できるため、保護層で放熱層を兼ねることもできるが、放熱をさらに効率よく行うため
に放熱層を設けてもよい。放熱層としては熱伝導率の高いアルミニウムや銅などが好まし
い。
【００２７】
　次に本実施例における表示素子の製造方法について説明する。洗浄されたガラス基板上
にＩＴＯをスパッタリング法により成膜した。成膜はＩＴＯターゲット（好ましくは酸化
インジュウムと酸化錫との焼結体）を用いたスパッタ法を用いた。スパッタに際してはプ
ラズマ励起ガスとして、衝突断面積の大きいＸｅを用い、電子温度の十分低いプラズマを
生成した。基板温度は１００℃とし、２００オングストロームの膜厚とした。Ｘｅプラズ
マを用いてスパッタを行ったため、電子温度が十分に低く、膜質向上のために、成膜中の
ＩＴＯ表面にＸｅイオン照射をしながら成膜しても、ＩＴＯ膜へのプラズマダメージは抑
制されるため、１００℃以下の低温でも高品質の成膜が行えた。このようにして形成した
ＩＴＯ膜を所定の形状にパターニングした。パターニングはフォトリソグラフィ法により
行った。フォトレジストとしてノボラック系のレジストを用い、マスクアライナにより露
光、所定の現像液により現像を行った後、紫外光照射による表面有機物除去洗浄を１０分
間行った。次に有機膜蒸着装置により、電子輸送層、発光層、ホール輸送層を連続的に成
膜した。次に基板を大気に曝すことなく、有機膜蒸着装置に隣接したＰｔスパッタ装置に
よって、Ｐｔを堆積し対向電極とした。Ｐｔの代わりに、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ
、Ａｕなどの仕事関数の高い材料を用いても良い。スパッタに際しては、Ｘｅプラズマを
用いてスパッタを行い、有機層へのプラズマダメージ混入を抑止した。次に基板を大気に
曝すことなく、絶縁性保護膜形成装置に搬送し、窒化ケイ素膜を体積し絶縁性保護膜とし
た。窒化ケイ素膜形成においては、マイクロ波励起プラズマを用いたプラズマＣＶＤ法を
用い、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝８０：１８：１．５：０．５の体積比のガスを用い
た。プロセス圧力は０．１～１Ｔｏｒｒが好ましく、本実施例においては０．５Ｔｏｒｒ
とした。基板裏面より１３．５６ＭＨｚの高周波を印加し、基板表面にバイアス電位とし
て、－５Ｖ程度の電位を発生させ、プラズマ中のイオンを照射した。窒化ケイ素成膜時の
基板温度は室温として、プラズマにより不可避的に加熱される以外に加熱手段による加熱
は行わなかった。膜厚を５０ｎｍ成膜した。図１５は成膜に使用した２段シャワープレー
ト式マイクロ波励起高密度プラズマ成膜装置である。マイクロ波励起プラズマを用いてお
り、プロセス領域をプラズマ励起領域から離れた位置に配置できるため、プロセス領域の
電子温度がＡｒを用いても１．０ｅＶ以下であり、プラズマ密度が１０11／ｃｍ2以上で
ある。２段シャワープレート構造であるため、シランなどの原料ガスをプラズマ励起領域
から離れたプロセス領域に導入できるため、シランの過剰解離を抑制でき、室温であって
も、発光素子や成膜された保護膜に欠陥を与えることなく、緻密な膜を形成できた。基板
から高周波を印加することにより基板表面にバイアス電位を発生させ、マイクロ波励起プ
ラズマからイオンを基板表面に照射することで、窒化膜を緻密に形成することができ、膜
質をさらに改善することができた。なお、上記のようにプラズマにより基板は加熱される
が、それ以外の加熱は行わないことも大切である。プラズマによる加熱を押さえるため基
板を冷却しながら気相成長を行ってもよい。
【００２８】
　その後、さらにアルミニウムをアルミニウム蒸着装置により１ミクロンの厚さで成膜し
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、放熱層とした。
【００２９】
　アルミニウム蒸着に換えてアルミニウムスパッタ成膜を行っても良い。その際には、電
子温度の低いＸｅプラズマを用いたスパッタ成膜が有効である。
【００３０】
　以上の工程により、本実施例１の発光素子を得た。本実施例の発光素子の素子寿命を、
計測した結果、従来２０００時間だった輝度半減寿命が６０００時間になり、保護層の効
果かが確認された。
【００３１】
　（実施例２）
　本発明の実施例２にかかる表示素子について、図２を用いて説明する。図２（ａ）及び
（ｂ）はトップエミッション型のパッシブ表示素子の構造を示す断面図および平面図であ
り、基板と、基板上に形成され導電性透明電極に対向する対向電極と、対向電極上に積層
された有機層として、ホール輸送層と発光層と電子輸送層と、該有機層上に積層された導
電性透明電極と、これらを覆うように形成された保護層と、該保護層に接するように形成
された放熱層とからなる。トップエミッション型であるため、基板材料は特に限定されな
いが、放熱の観点から、金属、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ホウ素などが好まし
い。金属基板を用いる場合は、基板を対向電極と兼用しても良い。金属基板を兼ねる対向
電極としてＰｔを用いた。実施例１に記載の方法と同様の方法でホール輸送層、発光層、
電子輸送層を積層した。各層の材料としては公知のものを使用できるが、実施例１に示し
た材料が例示される。発光層は用途に応じて、赤、緑、青の発光体を単層または積層して
用いてもよい。次に、実施例１に示す方法により、ＩＴＯ膜を成膜し、導電性透明電極と
した。ＩＴＯ膜は、電子温度の低いＸｅプラズマによりスパッタ成膜されるため、下層の
有機層や成膜されたＩＴＯ膜にプラズマに起因するダメージは観測されず、低温で、高品
質な成膜ができた。このようにして得られたトップエミッション型の有機ＥＬ素子を覆う
ように窒化ケイ素を、実施例１に示す方法で成膜し、放熱層を兼ねる絶縁性保護膜とした
。該絶縁性保護膜の厚さは５０ｎｍとした。窒化ケイ素は熱伝導率が８０Ｗ／（ｍ・Ｋ）
と高く、また、マイクロ波励起プラズマにより、緻密な薄膜が形成できたため、熱抵抗を
十分に低減することでき、素子の温度上昇を抑制することができるため、保護層でありな
がら放熱層として十分に機能する。基板として金属を用いて、絶縁性保護層として窒化ケ
イ素を用いれば十分な放熱が得られるが、さらに、効率的に放熱を行うために、別途放熱
層を用いても良い。トップエミッション型に使用される透明放熱層としては、熱伝導率が
高く透明な材料であれば特に限定されないがＩＴＯなどが例示される。このようにして完
成した有機ＥＬ素子の輝度半減寿命を計測したところ、従来３０００時間であったものが
９０００時間となり、保護層の効果が確認された。
【００３２】
　（実施例３）
　本発明の実施例３における表示装置について、図３を用いて説明する。図３（ａ）及び
（ｂ）はボトムエミッション型パッシブマトリクス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す
断面図と平面図であり、透明基板と、導電性透明電極と、導電性透明電極上に形成される
有機層として、電子輸送層と発光層とホール輸送層と、該有機層上に形成される対向電極
と、発光層を直接または間接に覆うように形成される保護層と、放熱層とからなる。実施
例１に示すボトムエミッション型有機ＥＬ表示素子をマトリクス状に配置した構成となっ
ているため、導電性透明電極と対向電極とで選択された素子が発光する。導電性透明電極
と対向電極がマトリクス状にパターニングされ、素子が複数配置されている。保護膜とし
ては、異なる対向電極同士の絶縁性の点から、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ホウ
素などが好ましく、本実施例では実施例１に記載の方法で形成した窒化ケイ素を用いた。
実施例１に示す素子をマトリクス上に並べているため、簡便に表示装置を構成しながら、
実施例１と同様の効果が得られ、緻密で薄い保護層により素子の輝度半減寿命が向上する
。測定の結果、従来２０００時間であった輝度半減寿命は６０００時間となった。
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【００３３】
　（実施例４）
　本発明の実施例４における表示装置について、図４を用いて説明する。図４（ａ）及び
（ｂ）はトップエミッション型パッシブマトリクス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示す
断面図および平面図である。基板と、導電性透明電極に対向する対向電極と、対向電極上
に形成される有機層として、ホール輸送層と発光層と電子輸送層と、該有機層上に形成さ
れる導電性透明電極と、発光層を直接または間接に覆うように形成される保護層と、放熱
層とからなり、実施例２に示すトップエミッション型有機ＥＬ表示素子をマトリクス状に
配置した構成となっているため、導電性透明電極と対向電極とで選択された素子が発光す
る。基板上に配置された対向電極と導電性透明電極とで発光する素子を選択するため、基
板は絶縁性であり、ガラスや石英基板、窒化ケイ素基板、窒化アルミニウム基板、窒化ホ
ウ素基板などが好ましく、放熱の観点から熱伝導率の高い窒化ケイ素基板や窒化アルミニ
ウム基板、窒化ホウ素基板などがより好ましく、本実施例においては実施例１に記載の方
法で形成した窒化ケイ素を用いた。
【００３４】
　導電性透明電極と対向電極がマトリクス状にパターニングされ、素子が複数配置されて
いる。実施例２と同様の効果が得られ、緻密で薄い保護層により素子の輝度半減寿命が向
上する。測定の結果、従来３０００時間であった輝度半減寿命は９０００時間となった。
【００３５】
　（実施例５）
　本発明の実施例５における表示装置について、図５を用いて説明する。図５（ａ）及び
（ｂ）はボトムエミッション型アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置の一部の画素を示
す断面図および平面図である。基板と複数のゲート配線と、ゲート配線に交差する複数の
信号線と、該ゲート配線と該信号線の交差部付近に設置されたスイッチング素子と、スイ
ッチング素子に接続された導電性透明画素電極と、該透明画素電極上に形成された有機層
として、電子輸送層と発光層とホール輸送層と、該透明画素電極と対向する様に該有機膜
上に形成された対向電極と、少なくとも有機層を直接または間接に覆うように形成された
保護層と、保護層に接するように形成された放熱層とからなる。有機層は、透明画素電極
に近い側から電子輸送層、発光層、ホール輸送層が形成される。
【００３６】
　スイッチング素子は、ＴＦＴ素子やＭＩＭ素子など、電流のＯＮ／ＯＦＦを制御できる
ものがよく、有機ＥＬ素子の輝度の制御性の点からＴＦＴ素子が好ましい。
【００３７】
　ＴＦＴ素子は、表示装置の仕様によりことなるが、公知のアモルファスＴＦＴやポリシ
リコンＴＦＴを好適に使用できる。
【００３８】
　本実施例５のアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の製造方法について、次に説明
する。まず、洗浄されたガラス基板に、Ａｌを３００ｎｍスパッタ成膜した。スパッタに
際しては、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅガスが好適に使用できるが、Ｘｅを用いると、電子の衝突断
面積が大きく、電子温度が低いため、成膜されたＡｌにプラズマによるダメージが抑制さ
れより好適である。次に、フォトリソグラフィ法により、成膜されたＡｌをパターニング
し、ゲート配線およびゲート電極とした。次に、実施例１で用いた２段シャワープレート
マイクロ波プラズマ成膜装置により、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝
８０：１８：１．５：０．５で、窒化ケイ素を３００ｎｍ成膜し、ゲート絶縁膜とした。
基板温度を２００℃とすることで、ゲート絶縁膜として用いることのできる、絶縁耐圧が
高く界面準位密度の小さい良質な窒化ケイ素を成膜できた。つぎに、同じ装置を用いて、
基板温度２００℃、Ａｒ：ＳｉＨ４＝９５：５の体積比でアモルファスシリコンを５０ｎ
ｍ成膜し、引き続きＡｒ：ＳｉＨ４：ＰＨ３＝９４：５：１でｎ＋アモルファスシリコン
を３０ｎｍ成膜した。成膜されたアモルファスシリコンおよびｎ＋シリコンの積層膜をフ
ォトリソグラフィ法によりパターニングすることで、素子領域を形成した。次に、実施例
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１に示す方法と同様の方法で、ＩＴＯ膜を３５０ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィ法によ
りパターニングすることで、信号線および信号線電極、導電性透明画素電極を得た。次に
パターニングされたＩＴＯ膜をマスクとして、公知のイオンエッチング法でｎ＋アモルフ
ァスシリコン層をエッチングすることにより、ＴＦＴのチャネル部分離領域を形成した。
実施例１で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、室温で窒化
ケイ素を成膜し、フォトリソグラフィ法により有機ＥＬ素子領域のパターニングすること
で、ＴＦＴチャネル分離部の保護膜および有機ＥＬ素子の導電性透明電極と対向電極との
短絡を防止する絶縁層とした。次に、実施例１に記載の方法により、有機層として、電子
輸送層、発光層、ホール輸送層を連続的に成膜し、大気に曝すことなくゲート配線形成に
用いたＰｔスパッタ装置によって、電子温度の低いＸｅプラズマを用いてＰｔを成膜し、
対向電極とした。次に、実施例１で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜
装置により、窒化ケイ素を室温で５０ｎｍ成膜し、保護層とした。該保護層は、熱伝導率
が８０Ｗ／（ｍ・Ｋ）と高く、また、十分に薄いため、熱抵抗は小さく、単独でも十分放
熱層を兼ねることができるがさらに効率よく放熱を行うために放熱層を別途設けても良い
。本実施例においては、ゲート配線形成に用いたＡｌスパッタ装置によって、電子温度の
低いＸｅプラズマを用いてＡｌを成膜し放熱層とした。
【００３９】
　このようにして得られたボトムエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔのもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高効
率の発光が可能である。さらに、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護層
の機能を十分果たしながら素子の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上でき
る。本実施例に示す表示装置の輝度半減寿命を測定した結果、従来２０００時間であった
ものが、６０００時間まで向上した。
【００４０】
　（実施例６）
　図６（ａ）及び（ｂ）に示す本発明の実施例６はＴＦＴ上に平坦化膜を形成した構成を
備え、その後に有機ＥＬ素子が形成されている。このようにすることで、平坦面に有機Ｅ
Ｌ素子を形成できるため、製造歩留まりが向上する。さらに、信号線層と異なる層に有機
ＥＬ層が形成されるため、画素電極を信号配線上に拡張し配置でき、発光素子の面積を増
加することが可能である。さらに、信号線を、画素電極とは異なる材料で形成できるため
、導電性透明材料を用いる必要が無く、表示装置を大型にした際の配線抵抗を削減でき、
表示階調を増加することができる。本実施例６のボトムエミッション型アクティブマトリ
クス有機ＥＬ表示装置は次のように形成される。まず実施例５に記載の方法により、ゲー
ト線、ＴＦＴ素子、信号線を形成する。信号線は、実施例６に示すＸｅガスを用いたスパ
ッタ法によりＡｌを３００ｎｍ成膜しフォトリソグラフィ法によりパターニングすること
で得た。次に、感光性透明樹脂をスピンコート法により塗布し、露光、現像をおこなった
のち、１５０℃、３０分の乾燥の乾燥を行い、平坦化膜とした。前記露光、現像工程によ
り、平坦化膜にはＴＦＴの画素側電極と有機ＥＬ素子とを接続する接続孔が設けられる。
感光性透明樹脂としては、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、脂環式オレフィン樹脂な
どがあるが、水分の含有、放出が少なく、透明性に優れた、脂環式オレフィン樹脂が好ま
しく、本実施例においては脂環式オレフィン樹脂を用いた。次に実施例１に記載の方法に
より、ＩＴＯ膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニングし、導電性透明画素
電極を得た。引き続き実施例１に示す方法により、電子輸送層、発光層、ホール輸送層を
連続的に成膜し、同じく実施例１に示すＸｅプラズマを用いたスパッタ法によりＰｔを形
成し対向電極とした。発光層は、赤、緑、青の発光をする材料を、任意に積層して用いて
も良く、それぞれを単層に形成してマトリクス上に配置しても良い。次に、実施例１に示
す方法により、窒化ケイ素膜を５０ｎｍ堆積し保護膜とした。窒化ケイ素膜は熱伝導率が
高く、また十分薄く形成されているため、この状態でも放熱層を兼ねた保護層となるが、
さらに効率よく放熱を行うため、実施例１に示すＸｅプラズマを用いたスパッタ法により
Ａｌを堆積して放熱層とした。
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【００４１】
　このようにして得られた表示装置の輝度半減寿命を計測した結果、従来２０００時間だ
った寿命が６０００時間となり、また、発光面積は、従来の素子面積比６０％だったもの
に対して８０％となり、表面輝度が２０％上昇した。有機層が平坦化膜の上に形成される
ため、成膜不良などの発生がなく製造歩留まりが向上した。
【００４２】
　（実施例７）
　本発明の実施例７における表示装置について、図７を用いて説明する。図７（ａ）及び
（ｂ）は本実施例のトップエミッション型アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置の一部
の画素を示す断面図および平面図である。基板と複数のゲート配線と、ゲート配線に交差
する複数の信号線と、該ゲート配線と該信号線の交差部付近に設置されたスイッチング素
子と、スイッチング素子に接続された対向電極と、該対向電極上に形成された有機層とし
て、ホール輸送層と発光層と電子輸送層と、該対向電極と対向する様に該有機膜上に形成
された導電性透明電極と、少なくとも有機層を直接または間接に覆うように形成された保
護層と、保護層に接するように形成された放熱層とからなる。有機層は、透明画素電極に
近い側からホール輸送層、発光層、電子輸送層が形成される。
【００４３】
　スイッチング素子は、ＴＦＴ素子やＭＩＭ素子など、電流のＯＮ／ＯＦＦを制御できる
ものがよく、有機ＥＬ素子の輝度の制御性の点からＴＦＴ素子が好ましい。
【００４４】
　ＴＦＴ素子は、表示装置の仕様によりことなるが、公知のアモルファスＴＦＴやポリシ
リコンＴＦＴを好適に使用できる。
【００４５】
　本実施例７のアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の製造方法について、次に説明
する。まず、洗浄されたガラス基板に、Ａｌを３００ｎｍスパッタ成膜した。スパッタに
際しては、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅガスが好適に使用できるが、Ｘｅを用いると、電子の衝突断
面積が大きく、電子温度が低いため、成膜されたＡｌにプラズマによるダメージが抑制さ
れより好適である。次に、フォトリソグラフィ法により、成膜されたＡｌをパターニング
し、ゲート配線およびゲート電極とした。次に、実施例１で用いた２段シャワープレート
マイクロ波プラズマ成膜装置により、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝
８０：１８：１．５：０．５で、窒化ケイ素を３００ｎｍ成膜し、ゲート絶縁膜とした。
基板温度を２００℃とすることで、ゲート絶縁膜として用いることのできる、絶縁耐圧が
高く界面準位密度の小さい良質な窒化ケイ素を成膜できた。つぎに、同じ装置を用いて、
基板温度２００℃、Ａｒ：ＳｉＨ４＝９５：５の体積比でアモルファスシリコンを５０ｎ
ｍ成膜し、引き続きＡｒ：ＳｉＨ４：ＰＨ３＝９４：５：１でｎ＋アモルファスシリコン
を３０ｎｍ成膜した。成膜されたアモルファスシリコンおよびｎ＋シリコンの積層膜をフ
ォトリソグラフィ法によりパターニングすることで、素子領域を形成した。次に、フォト
レジストを塗布し、露光、現像することで、信号線および信号線電極、対向電極部分以外
の領域にレジストマスクを形成した。続いて実施例１に示す方法と同様の方法で、Ｘｅプ
ラズマを用いて、素子にダメージを与えることなく、Ｐｔを成膜し、リフトオフ法により
パターニングすることで、信号線および信号線電極、対向電極を得た。次にパターニング
されたＰｔ膜をマスクとして、公知のイオンエッチング法でｎ＋アモルファスシリコン層
をエッチングすることにより、ＴＦＴのチャネル部分離領域を形成した。実施例１で用い
た２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、室温で窒化ケイ素を成膜し
、フォトリソグラフィ法により有機ＥＬ素子領域のパターニングすることで、ＴＦＴチャ
ネル分離部の保護膜および有機ＥＬ素子の導電性透明電極と対向電極との短絡を防止する
絶縁層とした。次に、実施例１に記載の方法により、有機層として、ホール輸送層、発光
層、電子輸送層を連続的に成膜し、大気に曝すことなく実施例１に記載の方法によって、
ＩＴＯ膜を１５０ｎｍ成膜し、導電性透明電極とした。次に、実施例１で用いた２段シャ
ワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、窒化ケイ素を室温で５０ｎｍ成膜し、
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保護層とした。該保護層は、熱伝導率が８０Ｗ／（ｍ・Ｋ）と高く、また、十分に薄いた
め、熱抵抗は小さく、単独でも十分放熱層を兼ねることができるがさらに効率よく放熱を
行うために放熱層を別途設けても良い。トップエミッション型に使用される透明放熱層と
しては、熱伝導率が高く透明である材料であれば特に限定されないがＩＴＯなどが例示さ
れる。
【００４６】
　このようにして得られたトップエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔ膜のもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高
効率の発光が可能である。さらに、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護
層の機能を十分果たしながら素子の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上で
きる。本実施例に示す表示装置の輝度半減寿命を測定した結果、従来３０００時間であっ
たものが、９０００時間まで向上した。
【００４７】
　（実施例８）
　図８（ａ）及び（ｂ）に示された実施例８は、ＴＦＴ上に平坦化膜を形成した構成を備
え、その後に有機ＥＬ素子が形成されている。このようにすることで、平坦面に有機ＥＬ
素子を形成できるため、製造歩留まりが向上する。さらに、信号線層と異なる層に有機Ｅ
Ｌ層が形成されるため、画素電極を信号配線上に拡張し配置でき、発光素子の面積を増加
することが可能である。さらに、信号線を、画素電極とは異なる材料で形成できるため、
導電性透明材料を用いる必要が無く、表示装置を大型にした際の配線抵抗を削減でき、表
示階調を増加することができる。本実施例８のトップエミッション型アクティブマトリク
ス有機ＥＬ表示装置は次のように形成される。まず実施例７に記載の方法により、ゲート
線、ＴＦＴ素子、信号線を形成する。信号線は、実施例６に示すＸｅガスを用いたスパッ
タ法によりＡｌを３００ｎｍ成膜しフォトリソグラフィ法によりパターニングすることで
得た。次に、感光性透明樹脂をスピンコート法により塗布し、露光、現像をおこなったの
ち、１５０℃、３０分の乾燥の乾燥を行い、平坦化膜とした。前記露光、現像工程により
、平坦化膜にはＴＦＴの画素側電極と有機ＥＬ素子とを接続する接続孔が設けられる。感
光性透明樹脂としては、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、脂環式オレフィン樹脂など
があるが、水分の含有、放出が少なく、透明性に優れた、脂環式オレフィン樹脂が好まし
く、本実施例においては脂環式オレフィン樹脂を用いた。次に実施例１に記載の方法によ
り、Ｘｅプラズマを用いたスパッタ法によりＰｔを成膜しリフトオフ法でパターニングし
て対向電極を得た。引き続き実施例１に示す方法により、ホール輸送層、発光層、電子輸
送層を連続的に成膜し、同じく実施例１に示す方法により、ＩＴＯ膜を成膜し、導電性透
明画素電極を得た。発光層は、赤、緑、青の発光をする材料を、任意に積層して用いても
良く、それぞれを単層に形成してマトリクス上に配置しても良い。次に、実施例１に示す
方法により、窒化ケイ素膜を５０ｎｍ堆積し保護膜とした。窒化ケイ素膜は熱伝導率が高
く、また十分薄く形成されているため、この状態でも放熱層を兼ねた保護層となるが、さ
らに効率よく放熱を行うため、放熱層を別途設けても良い。トップエミッション型に使用
される透明放熱層としては、熱伝導率が高く透明である材料であれば特に限定されないが
ＩＴＯなどが例示される。
【００４８】
　このようにして得られた表示装置の輝度半減寿命を計測した結果、従来３０００時間だ
った寿命が９０００時間となり、また、発光面積は、従来の素子面積比６０％だったもの
に対して８０％となり、表面輝度が２０％上昇した。有機層が平坦化膜の上に形成される
ため、成膜不良などの発生がなく製造歩留まりが向上した。
【００４９】
　（実施例９）
　本発明の実施例９における表示装置について、図９を用いて説明する。図９（ａ）及び
（ｂ）は本実施例のボトムエミッション型アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置の一部
の画素を示す断面図および平面図である。基板と複数のゲート配線と、ゲート配線に交差
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する複数の信号線と、該ゲート配線と該信号線の交差部付近に設置されたスイッチング素
子と、スイッチング素子に接続された導電性透明画素電極と、該透明画素電極上に形成さ
れた有機層として、電子輸送層と発光層とホール輸送層と、該透明画素電極と対向する様
に該有機膜上に形成された対向電極と、少なくとも有機層を直接または間接に覆うように
形成された保護層と、保護層に接するように形成された放熱層とからなる。有機層は、透
明画素電極に近い側から電子輸送層、発光層、ホール輸送層が形成される。
【００５０】
　スイッチング素子は、ＴＦＴ素子やＭＩＭ素子など、電流のＯＮ／ＯＦＦを制御できる
ものがよく、有機ＥＬ素子の輝度の制御性の点からＴＦＴ素子が好ましい。
【００５１】
　ＴＦＴ素子は、表示装置の仕様によりことなるが、公知のアモルファスＴＦＴやポリシ
リコンＴＦＴを好適に使用できる。
【００５２】
　本実施例９のアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の製造方法について、次に説明
する。まず、洗浄されたガラス基板に、実施例１で用いた２段シャワープレートマイクロ
波励起プラズマ成膜装置により、基板から１３．５６ＭＨｚの高周波を印加し、イオン照
射を行いながら、基板温度２００℃、Ａｒ：ＳｉＨ４＝９５：５の体積比でポリシリコン
を５０ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニングしてＴＦＴの素子領域を得
た。次に、同じ装置を用いて、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝８０：
１８：１．５：０．５で、窒化ケイ素を３００ｎｍ成膜し、ゲート絶縁膜とした。基板温
度を２００℃とすることで、ゲート絶縁膜として用いることのできる、絶縁耐圧が高く界
面準位密度の小さい良質な窒化ケイ素を成膜できた。これに引き続き、Ａｌを３００ｎｍ
スパッタ成膜した。スパッタに際しては、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅガスが好適に使用できるが、
Ｘｅを用いると、電子の衝突断面積が大きく、電子温度が低いため、成膜されたＡｌにプ
ラズマによるダメージが抑制されより好適である。次に、フォトリソグラフィ法により、
成膜されたＡｌをパターニングし、ゲート配線およびゲート電極とした。次に、実施例１
で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、つぎに、同じ装置を
用いて、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝８０：１８：１．５：０．５
で、窒化ケイ素を３００ｎｍ成膜した。形成した窒化ケイ素に、フォトリソグラフィ法に
より、コンタクトホールを形成し、実施例１に示す方法と同様の方法で、ＩＴＯ膜を３５
０ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニングすることで、信号線および信号
線電極、導電性透明画素電極を得た。次に、実施例１に記載の方法により、有機層として
、電子輸送層、発光層、ホール輸送層を連続的に成膜し、大気に曝すことなくゲート配線
形成に用いたＰｔスパッタ装置によって、電子温度の低いＸｅプラズマを用いてＰｔを成
膜し、対向電極とした。次に、実施例１で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズ
マ成膜装置により、窒化ケイ素を室温で５０ｎｍ成膜し、保護層とした。該保護層は、熱
伝導率が８０Ｗ／（ｍ・Ｋ）と高く、また、十分に薄いため、熱抵抗は小さく、単独でも
十分放熱層を兼ねることができるがさらに効率よく放熱を行うために放熱層を別途設けて
も良い。本実施例においては、ゲート配線形成に用いたＡｌスパッタ装置によって、電子
温度の低いＸｅプラズマを用いてＡｌを成膜し放熱層とした。
【００５３】
　このようにして得られたボトムエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔのもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高効
率の発光が可能である。さらに、ＴＦＴ素子としてポリシリコンを用いているため、電流
駆動能力が向上し、有機ＥＬ素子の制御性がよく、高品質な表示が可能となった。さらに
、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護層の機能を十分果たしながら素子
の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上できる。本実施例に示す表示装置の
輝度半減寿命を測定した結果、従来２０００時間であったものが、６０００時間まで向上
した。
【００５４】
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　（実施例１０）
　図１０（ａ）及び（ｂ）に示された実施例１０はＴＦＴ上に平坦化膜を形成した構成を
備え、その後に有機ＥＬ素子が形成されている。このようにすることで、平坦面に有機Ｅ
Ｌ素子を形成できるため、製造歩留まりが向上する。さらに、信号線層と異なる層に有機
ＥＬ層が形成されるため、画素電極を信号配線上に拡張し配置でき、発光素子の面積を増
加することが可能である。さらに、信号線を、画素電極とは異なる材料で形成できるため
、導電性透明材料を用いる必要が無く、表示装置を大型にした際の配線抵抗を削減でき、
表示階調を増加することができる。本実施例１０のボトムエミッション型アクティブマト
リクス有機ＥＬ表示装置は次のように形成される。まず実施例９に記載の方法により、Ｔ
ＦＴ素子、ゲート線、信号線を形成する。信号線は、実施例６に示すＸｅガスを用いたス
パッタ法によりＡｌを３００ｎｍ成膜しフォトリソグラフィ法によりパターニングするこ
とで得た。次に、感光性透明樹脂をスピンコート法により塗布し、露光、現像をおこなっ
たのち、１５０℃、３０分の乾燥の乾燥を行い、平坦化膜とした。前記露光、現像工程に
より、平坦化膜にはＴＦＴの画素側電極と有機ＥＬ素子とを接続する接続孔が設けられる
。感光性透明樹脂としては、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、脂環式オレフィン樹脂
などがあるが、水分の含有、放出が少なく、透明性に優れた、脂環式オレフィン樹脂が好
ましく、本実施例においては脂環式オレフィン樹脂を用いた。次に実施例１に記載の方法
により、ＩＴＯ膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニングし、導電性透明画
素電極を得た。引き続き実施例１に示す方法により、電子輸送層、発光層、ホール輸送層
を連続的に成膜し、同じく実施例１に示すＸｅプラズマを用いたスパッタ法によりＰｔを
形成し対向電極とした。発光層は、赤、緑、青の発光をする材料を、任意に積層して用い
ても良く、それぞれを単層に形成してマトリクス上に配置しても良い。次に、実施例１に
示す方法により、窒化ケイ素膜を５０ｎｍ堆積し保護膜とした。
【００５５】
　窒化ケイ素膜は熱伝導率が高く、また十分薄く形成されているため、この状態でも放熱
層を兼ねた保護層となるが、さらに効率よく放熱を行うため、実施例１に示すＸｅプラズ
マを用いたスパッタ法によりＡｌを堆積して放熱層とした。
【００５６】
　このようにして得られた表示装置の輝度半減寿命を計測した結果、従来２０００時間だ
った寿命が６０００時間となり、また、発光面積は、従来の素子面積比６０％だったもの
に対して８０％となり、表面輝度が２０％上昇した。有機層が平坦化膜の上に形成される
ため、成膜不良などの発生がなく製造歩留まりが向上した。さらに、ＴＦＴ素子としてポ
リシリコンを用いているため、電流駆動能力が向上し、有機ＥＬ素子の制御性がよく、高
品質な表示が可能となった。
【００５７】
　（実施例１１）
　実施例９に示すボトムエミッション型アクティブマトリクス表示装置において、実施例
７に示す方法と同様の方法で、対向電極と導電性透明電極、ホール輸送層と電子輸送層の
形成順序をそれぞれ入れ替えることで、トップエミッション型アクティブマトリクス表示
装置を得ることができる。
【００５８】
　図１１（ａ）及び（ｂ）はこれにより形成したトップエミッション型アクティブマトリ
クス表示素子の断面図及び平面図であり、基板としては表面に絶縁性があればよく、限定
されないが、表面に窒化ケイ素膜を形成した金属基板を用いた。ＴＦＴ素子としては実施
例１０で示すポリシリコンＴＦＴを用いた。
【００５９】
　このようにして得られたボトムエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔ膜のもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高
効率の発光が可能である。さらに、ＴＦＴ素子としてポリシリコンを用いているため、電
流駆動能力が向上し、有機ＥＬ素子の制御性がよく、高品質な表示が可能となった。さら
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に、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護層の機能を十分果たしながら素
子の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上できる。本実施例に示す表示装置
の輝度半減寿命を測定した結果、従来３０００時間であったものが、９０００時間まで向
上した。
【００６０】
　（実施例１２）
　実施例１０に示すボトムエミッション型アクティブマトリクス表示装置において、実施
例８に示す方法と同様の方法で、対向電極と導電性透明電極、ホール輸送層と電子輸送層
の形成順序をそれぞれ入れ替えることで、トップエミッション型アクティブマトリクス表
示装置を得ることができる。
【００６１】
　図１２（ａ）及び（ｂ）はこれにより形成したトップエミッション型アクティブマトリ
クス表示素子の断面図及び平面図であり、基板としては表面に絶縁性があればよく、限定
されないが、表面に窒化ケイ素膜を形成した金属基板を用いた。ＴＦＴ素子としては実施
例１１で示すポリシリコンＴＦＴを用いた。
【００６２】
　このようにして得られたボトムエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔ膜のもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高
効率の発光が可能である。さらに、ＴＦＴ素子としてポリシリコンを用いているため、電
流駆動能力が向上し、有機ＥＬ素子の制御性がよく、高品質な表示が可能となった。さら
に、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護層の機能を十分果たしながら素
子の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上できる。本実施例に示す表示装置
の輝度半減寿命を測定した結果、従来３０００時間であったものが、９０００時間まで向
上した。また、発光面積は、従来の素子面積比６０％だったものに対して８０％となり、
表面輝度が２０％上昇した。さらに、有機層が平坦化膜の上に形成されるため、成膜不良
などの発生がなく製造歩留まりが向上した。
【００６３】
　（実施例１３）
　実施例１３におけるＴＦＴおよびそれを用いた表示素子の構造について図１３を用いて
説明する。図１３（ａ）及び（ｂ）は、本実施例におけるボトムエミッション型有機ＥＬ
表示装置の断面図および平面図であり、基板と複数のゲート配線と、ゲート配線に交差す
る複数の信号線と、該ゲート配線と該信号線の交差部付近に設置されたスイッチング素子
と、スイッチング素子に接続された導電性透明画素電極と、該透明画素電極上に形成され
た有機層として、電子輸送層と発光層とホール輸送層と、該透明画素電極と対向する様に
該有機膜上に形成された対向電極と、少なくとも有機層を直接または間接に覆うように形
成された保護層と、保護層に接するように形成された放熱層とからなる。有機層は、透明
画素電極に近い側から電子輸送層、発光層、ホール輸送層が形成される。
【００６４】
　本実施例のＴＦＴ素子および表示装置は次のように形成される。まず、洗浄した基板上
に感光性透明樹脂を３５０ｎｍ塗布し、露光、現像することで、ゲート線およびゲート電
極領域に開口を設ける。次に、該開口部にスクリーン印刷法や、インクジェット印刷法、
めっき法などにより、金属膜を前記感光性透明樹脂と同等の厚さで形成し、ゲート配線お
よびゲート電極とする。金属膜の材料は、製法により適宜選ぶことができるが、抵抗率の
低い、Ａｕ，Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌなどが好ましい。本実施例においてはＡｇを配線材料とし
て選択した。次に、実施例１で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置
により、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｎ２：Ｈ２：ＳｉＨ４＝８０：１８：１．５：０．５
で、窒化ケイ素を３００ｎｍ成膜し、ゲート絶縁膜とした。基板温度を２００℃とするこ
とで、ゲート絶縁膜として用いることのできる、絶縁耐圧が高く界面準位密度の小さい良
質な窒化ケイ素を成膜できた。つぎに、同じ装置を用いて、基板温度２００℃、Ａｒ：Ｓ
ｉＨ４＝９５：５の体積比でアモルファスシリコンを５０ｎｍ成膜し、引き続きＡｒ：Ｓ
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ｉＨ４：ＰＨ３＝９４：５：１でｎ＋アモルファスシリコンを３０ｎｍ成膜した。成膜さ
れたアモルファスシリコンおよびｎ＋シリコンの積層膜をフォトリソグラフィ法によりパ
ターニングすることで、素子領域を形成した。次に、実施例１に示す方法と同様の方法で
、ＩＴＯ膜を３５０ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィ法によりパターニングすることで、
信号線および信号線電極、導電性透明画素電極を得た。次にパターニングされたＩＴＯ膜
をマスクとして、公知のイオンエッチング法でｎ＋アモルファスシリコン層をエッチング
することにより、ＴＦＴのチャネル部分離領域を形成した。実施例１で用いた２段シャワ
ープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、室温で窒化ケイ素を成膜し、フォトリソ
グラフィ法により有機ＥＬ素子領域のパターニングすることで、ＴＦＴチャネル分離部の
保護膜および有機ＥＬ素子の導電性透明電極と対向電極との短絡を防止する絶縁層とした
。次に、実施例１に記載の方法により、有機層として、電子輸送層、発光層、ホール輸送
層を連続的に成膜し、大気に曝すことなくゲート配線形成に用いたＰｔスパッタ装置によ
って、電子温度の低いＸｅプラズマを用いてＰｔを成膜し、対向電極とした。次に、実施
例１で用いた２段シャワープレートマイクロ波プラズマ成膜装置により、窒化ケイ素を室
温で５０ｎｍ成膜し、保護層とした。該保護層は、熱伝導率が８０Ｗ／（ｍ・Ｋ）と高く
、また、十分に薄いため、熱抵抗は小さく、単独でも十分放熱層を兼ねることができるが
さらに効率よく放熱を行うために放熱層を別途設けても良い。本実施例においては、ゲー
ト配線形成に用いたＡｌスパッタ装置によって、電子温度の低いＸｅプラズマを用いてＡ
ｌを成膜し放熱層とした。
【００６５】
　このようにして得られたボトムエミッション式アクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置
は、Ｐｔ膜のもつ高い仕事関数により、バッファ層やホール注入層が不要となるため、高
効率の発光が可能である。さらに、熱伝導率が高く、薄い保護層を用いているため、保護
層の機能を十分果たしながら素子の温度上昇を抑制できるため、素子寿命が格段に向上で
きる。本実施例に示す表示装置の輝度半減寿命を測定した結果、従来２０００時間であっ
たものが、６０００時間まで向上した。さらにゲート電極が埋め込まれた構造となるため
、ＴＦＴを構成する半導体層が平滑面上に形成でき、ＴＦＴの電流バラツキを抑えること
ができるため、表示品位が向上するばかりでなく、電流バラツキによる有機ＥＬ素子の寿
命バラツキを抑えることができる。
【００６６】
　実施例９に示す方法により、アモルファスシリコン層の換わりにポリシリコン層を用い
てもよく、この場合にはＴＦＴの電流駆動能力が向上するため、有機ＥＬ素子の発光の制
御性が向上し、表示品位を向上することができる。
【００６７】
　さらに、実施例７、実施例１１に示すように、対向電極と導電性透明電極、ホール輸送
層と電子輸送層をそれぞれ入れ替えることで、トップエミッション型の構成としてもよく
、この場合には、有機ＥＬ素子からの光の取り出し効率を向上することができる。
【００６８】
　さらに、実施例６、実施例８、実施例１０、実施例１２に示すように、ＴＦＴ上に平坦
化膜を構成してその上に有機ＥＬ素子を構成してもよく、この場合には有機ＥＬ層が平坦
な上に形成されるため、成膜不良などが抑制されるため、素子寿命が向上し、さらに輝度
のばらつきや寿命のバラツキを抑制することが可能になる。
【００６９】
　（実施例１４）
　実施例１４における表示素子について、図１４を用いて説明する。図１４は本実施例の
放熱層の一例を示す断面図であり、実施例１における表示素子の放熱層の例を示している
。本実施例の放熱層は、表面にくし型のパターンを配置してなり、これにより、外部の層
、例えば空気層と接触する面積を向上し放熱効率の向上を図るものである。このようにく
し型の電極としたことにより、放熱効率が向上し、素子の輝度半減寿命が２０％向上した
。本実施例においてはくし型の構造としたが、外部の層との接触面積を増やせる構造であ
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ればよく、エンボス上の凹凸などでもよい。さらに、放熱層は、保護層と兼用しない場合
、素子全面を覆う必要はなく、少なくとも発光領域を覆えばよい。隣り合う放熱層を接続
して、ヒートシンクやペルチェ素子などの別の放熱手段を素子外部に設けても良い。
【００７０】
　さらに、トップエミッション型の場合は、光の波長に比べ十分短い、数ｎｍ～数十ｎｍ
程度の凹凸を設けても、よく、また、ブラックマトリクスの形状に合わせて数ミクロンの
高さのマトリクス状の格子形状を設けてもよく、これにより放熱効果を数％程度、向上す
ることができる。
【００７１】
　なお、上記の実施例では対向電極としてＰｔを用いたが、これに限らずＣｏ、Ｎｉ、Ｒ
ｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ａｕなどの高仕事関数材料をもちいればよく、これらの少なくとも一つ
を単体または合金で使用することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月28日(2010.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明導電性電極と、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前記透明導電性電極と前
記対向電極との間に設けられ、少なくとも発光層を有する有機層と、少なくとも前記有機
層を覆うように設けられた放熱層と、を有する有機ＥＬ素子であって、
　前記放熱層の表面に凹凸が設けられていることを特徴とする有機ＥＬ素子。
【請求項２】
　前記放熱層が、表面にくし型のパターンが設けられていることを特徴とする請求項１に
記載の有機ＥＬ素子。
【請求項３】
　Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｂ、Ａｌ、Ｓｉからなる群から選ばれる元
素の窒化物からなる保護層をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に記載の有機
ＥＬ素子。
【請求項４】
　前記保護層が前記放熱層を兼ねることを特徴とする請求項３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項５】
　前記保護層の厚さが、１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項３又は４に記載の
有機ＥＬ素子。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の前記有機ＥＬ素子を複数有する表示装置。
【請求項７】
　前記放熱層が、前記複数の有機ＥＬ素子の発光領域のみに設けられていることを特徴と
する請求項６に記載の表示装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　すなわち、本発明は、透明導電性電極と、該透明導電性電極に対向する対向電極と、前
記透明導電性電極と前記対向電極との間に設けられ、少なくとも発光層を有する有機層と
、少なくとも前記有機層を覆うように設けられた放熱層と、を有する有機ＥＬ素子であっ
て、前記放熱層の表面に凹凸が設けられていることを特徴とする有機ＥＬ素子を提供する
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除



(25) JP 2010-199079 A 2010.9.9

【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。尚、後述する実施の形態
のうち、実施例１４が本発明に該当する。
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